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SF 369

Silizium-NPN-Eptitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxia! Plunar RF Transistor

Anwendungen: Video-B-Endstufen
in Fernsehempféngern

Vergleichbarer Typ: BF 469
Besondere Merkmale:
® Verlustleistung 2 W

Abmessungen in mm

A

Kollektor mit metailischer

Montageflache verbunden i

Gehduse Bauform N,
&hnlich SOT 32

TGL 11 811
Plastgehduse

Masse ca. 0,75 g

Absoiute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Spannung
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Spannung
Colleclor-emitter voltage
Emitter-Basis-Spannung
Emitter-base voliage
Kollektorstrom
Collector current
Kollektorspitzenstrom
Collector peak current
Basisstrom
Base current
Gesamtver]ustieistung
Total power dissipation
te = 116°C
chne Kithiblech
without heat sink
tamp =5 25°C

e

Applications! Video-B-class
power stages in TV receivers

Comparable type: BF 459
Features:
@ Power dissipation 2 W

Dimensions in mm
-

&

Collector connected

y
10,8___.

b ‘ with metallie surface
- ' ‘l‘ Case construction N,
112 . similar SOT 32
o TGL 11811
"91 Plastic case
05 J Woeight about 0.75 g
_ EC

Ucao 250 v
Uceo 250 v
Ukao 5 v
I 30 mA,
lcm 100 mA
Ig 50 mab
Piot 20 w
F:ot 1-2 W
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Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Umgebungstemperaturbereich
Ambient tempergture range
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature renge

Warmewiderstande
Tharmal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Juneclion-ombient
Spetrschicht-Gehduse
lunction-case

Statische KenngréBen

DC characteristies tamp = 25°C — 5K

Kollektor-Basis-Reststrom
Collector cut-off current
Ugg =200V
Emitter-Bosis-Reststrom
Emitter cut-off current
Ugg =3V
Kollektor-Basis-Durchhruchspannung
Collector-base-breakdown veltage
le =10 pA
Kollektar-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
le=25mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
le=10pA
Kollektor-Emitter-S&ttigungsspannung
Collector saturation voltage
lo == 30mA, lg =46 mA
Gleichstromverstérkung
DC forward current transfer ratio
Uce=10V, Ic=30mA

Dynamische KenngraBen
AC characteristics tamp =23 °C — 5K

Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Uee= 10V, I =10mA, f=20MHz
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Riickwirkungskapazitit Min, Typ. Max. .
Feedback capacitance 10 . )
Uea =230V, lc=0, f=1MHz Cre 1,2 1.8 pF Ic E P L =S
Ausgangskapazitot
Short circuit output capacitance _ "
Ucg =230V, [¢=0, t=1MHz Cae 2.3 4,5 pF :
Riickwirkungskonstante o o
tp=100 101 100(]|3
Feedback time constant 10 == E-)‘ Rus
Ug=20V, —lg=10mA, f=107MHz  rppCThe 21 20 ps : i n =
; ~
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